
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2003－140188
(P2003－140188A)

(43)公開日 平成15年5月14日(2003.5.14)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �G�0�2�F  1/1368  

   �G�0�9�F  9/30    338

   � � � �           349

   � � � �   9/35    

   �G�0�2�F  1/1368  

   �G�0�9�F  9/30    338

   � � � �           349 B

   � � � �   9/35    

�2�H�0�9�2

�5�C�0�9�4

審査請求 未請求 請求項の数 13ＯＬ（全 24数）

(21)出願番号 特願2001－341369(P2001－341369)

(22)出願日 平成13年11月7日(2001.11.7)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 小野 記久雄

千葉県茂原市早野3300番地  株式会社日立

製作所ディスプレイグループ内

(72)発明者 桶 隆太郎

千葉県茂原市早野3300番地  株式会社日立

製作所ディスプレイグループ内

(74)代理人 100075096

弁理士 作田 康夫

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】低温ポリシリコンＴＦＴを用いて広視野角、明
るい、信頼性の高いＩＰＳ方式液晶表示装置を提供す
る。
【解決手段】櫛歯電極の透明画素電極の下部に絶縁膜を
挟んで不透明の画素電極、さらにその下部に共通電極を
配置し、前記共通電極と不透明の金属電極との間に保持
容量を形成する、画素を４分割する場合、その画素電極
と共通電極の間隔を１画素内で不等ピッチサイズ、不等
電極幅にすることで安定動作で明るいＩＰＳ液晶表示装
置が得られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】透明な第１の基板と第２の基板に挟まれた
液晶層とカラーフィルタ層とを有し、
前記第１の基板上には複数のゲート配線と、前記複数の
ゲート配線とマトリクス状に交差する複数のドレイン配
線と、前記ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点
に対応して形成された薄膜トランジスタを有し、隣接す
るゲート配線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が
構成され、それぞれの画素は共通電極配線と、共通電
極、画素電極とを有する横電界型の液晶表示装置におい
て、
前記ドレイン配線上に絶縁膜を介して形成された共通電
極と、櫛歯状であり、かつ該共通電極と同層に形成され
た層を有する画素電極を有し、該画素電極の少なくとも
１つは多層で構成され、かつ下層の画素電極と前記共通
電極配線層により保持容量が形成されていることを特徴
とするアクティブマトリックス型液晶表示装置。
【請求項２】前記共通電極配線は前記ゲート配線とほぼ
平行に形成され、前記共通電極と前記共通電極配線は前
記絶縁膜を含む絶縁膜の開口部を通じて接続されている
ことを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリック
ス型液晶表示装置。
【請求項３】前記下層の画素電極は前記画素電極の他層
と絶縁膜を介して構成されていることを特徴とする請求
項１あるいは２に記載のアクティブマトリックス型液晶
表示装置。
【請求項４】隣接するドレイン配線間の横断線に沿った
主透過部を1画素内で少なくとも４つ以上有し、画素内
に前記ドレイン線上の共通電極と前記共通電極配線が接
続されるスルーホール部を有し、該画素内の前記スルー
ホール部から遠い側のドレイン線に近い側の画素電極が
前記保持容量を形成していることを特徴とする請求項１
ないし３のいずれかに記載のアクティブマトリックス型
液晶表示装置。
【請求項５】前記薄膜トランジスタはポリシリコンで構
成され、前記保持容量の絶縁膜は前記薄膜トランジスタ
のゲート配線を被覆する無機絶縁膜であることを特徴と
する請求項１ないし４のいずれかに記載のアクティブマ
トリックス型液晶表示装置。
【請求項６】透明な第１の基板と第２の基板に挟まれた
液晶層とカラーフィルタ層とを有し、
前記第１の基板上には複数のゲート配線と、前記複数の
ゲート配線とマトリクス状に交差する複数のドレイン配
線と、前記ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点
に対応して形成された薄膜トランジスタを有し、隣接す
るゲート配線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が
構成され、それぞれの画素は共通電極配線と、共通電
極、画素電極とを有する横電界型の液晶表示装置におい
て、
前記絶縁膜上に同層で形成された共通電極と画素電極を
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有し、該共通電極と該画素電極間の間隙に絶縁膜を介
し、かつ平面的に重畳して前記共通電極あるいは前記画
素電極と同一電位が印加された金属電極が形成されてい
ることを特徴とするアクティブマトリックス型液晶表示
装置。
【請求項７】前記絶縁膜上に配置された画素電極及び共
通電極のパターン端部が、透明電極で構成されているこ
とを特徴とする請求項６記載のアクティブマトリックス
型液晶表示装置。
【請求項８】前記絶縁膜が、アクリルなどの有機系絶縁
膜で構成されていることを特徴とする請求項６記載のア
クティブマトリックス型液晶表示装置。
【請求項９】第１の基板と第２の基板に挟まれた液晶層
とカラーフィルタ層とを有し、
前記第１の基板上には複数のゲート配線と、前記複数の
ゲート配線とマトリクス状に交差する複数のドレイン配
線と、前記ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点
に対応して形成された薄膜トランジスタを有し、隣接す
るゲート配線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が
構成され、それぞれの画素は共通電極配線と、共通電
極、画素電極とを有する横電界型の液晶表示装置におい
て、
隣接するドレイン配線間の１画素の領域が、前記ドレイ
ン配線間で少なくとも４つの以上に前記画素電極あるい
は共通電極により分割された開口部を有しており、前記
開口部の幅が該開口部の両側の電極の幅の和の順に構成
されていることを特徴とするアクティブマトリックス型
液晶表示装置。
【請求項１０】第１の基板と第２の基板に挟まれた液晶
層とカラーフィルタ層とを有し、
前記第１の基板上には複数のゲート配線と、前記複数の
ゲート配線とマトリクス状に交差する複数のドレイン配
線と、前記ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点
に対応して形成された薄膜トランジスタを有し、隣接す
るゲート配線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が
構成され、それぞれの画素は共通電極配線と、共通電
極、画素電極とを有する横電界型の液晶表示装置におい
て、
隣接するドレイン配線間の１画素の領域が、前記ドレイ
ン配線間で少なくとも４つの以上に前記画素電極あるい
は共通電極により分割された開口部を有しており、
前記ドレイン配線上に絶縁膜を介して形成された共通電
極と、櫛歯状でありかつ該共通電極と同層に形成された
層を有する画素電極を有し、該画素電極の少なくとも１
つは多層で構成され、かつ下層の画素電極と前記共通電
極配線層により保持容量が形成されており、該保持容量
を形成した画素電極と、該画素電極に隣接するドレイン
配線上の共通電極との間の開口部幅が他の開口部幅より
広いことを特徴とするアクティブマトリックス型液晶表
示装置。
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【請求項１１】第１の基板と第２の基板に挟まれた液晶
層とカラーフィルタ層とを有し、
前記第１の基板上には複数のゲート配線と、前記複数の
ゲート配線とマトリクス状に交差する複数のドレイン配
線と、前記ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点
に対応して形成された薄膜トランジスタを有し、隣接す
るゲート配線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が
構成され、それぞれの画素は共通電極配線と、共通電
極、画素電極とを有する横電界型の液晶表示装置におい
て、
前記隣接するドレイン配線間に挟まれた１画素の領域が
ドレイン配線間で４分割以上にされた開口部をし、該４
分割された開口部の幅それぞれが相互に異なることを特
徴とするアクティブマトリックス型液晶表示装置。
【請求項１２】第１の基板と第２の基板に挟まれた液晶
層とカラーフィルタ層とを有し、
前記第１の基板上には複数のゲート配線と、前記複数の
ゲート配線とマトリクス状に交差する複数のドレイン配
線と、前記ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点
に対応して形成された薄膜トランジスタを有し、隣接す
るゲート配線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が
構成され、それぞれの画素は共通電極配線と、共通電
極、画素電極とを有する横電界型の液晶表示装置におい
て、
ドレイン配線上に絶縁膜を介してその上部に共通電極を
有し、
該共通電極と同層でかつ該共通電極より幅の狭い透明導
電体による画素電極を有し、該画素電極の幅方向の端部
が前記絶縁膜の下部に配置されかつ該画素電極と同電位
が印加された金属電極で遮光されていることを特徴とす
るアクティブマトリックス型液晶表示装置。
【請求項１３】前記透明導電体による画素電極の幅より
前記金属電極幅が広いことを特徴とする請求項１２記載
のアクティブマトリックス型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、特に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）方式等のアクティ
ブマトリクス型液晶表示装置及びその製造方法に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は薄型、軽量、低消費電力
といった特長を生かして、パーソナルコンピュータに代
表される情報機器や携帯型の情報端末や携帯電話、デジ
タルカメラやカメラ一体型VTR機器等のビジュアル機器
の画像情報、文字情報の表示機器として広く用いられて
いる。近年、DVDの登場、大容量磁気ドライブの急速な
進化による大容量メディアの普及やBSデジタル放送の開
始に伴い、パーソナルコンピュータと映像デジタルメデ
ィアの融合が進んでおり、このような用途に対応できる
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高画質の画像表示装置への要求が強くなっている。液晶
の上下基板間の液晶間隙（ギャップ）に横電界を印加す
るインプレーンスイッチング（ＩＰＳ）モードの液晶デ
ィスプレイは、このような高い画質に対する要求を満た
すことが可能な表示方式であることが認められており、
その画質の更なる改善に向けてさまざまな改良がなされ
てきた。
【０００３】一方、携帯電話、携帯情報端末の普及に伴
い、消費電力の極めて小さな中小型の液晶表示装置に対
する要求も強くなっている。
【０００４】ＩＰＳモードの液晶表示装置では、特開平
７－３６０５８号に開示されているような、絶縁膜を挟
んだ2層の金属電極間に発生する横電界により液晶をス
イッチングする方式がもっとも一般的であるが、このよ
うな構造の欠点として、通常のＴＮ方式の表示装置に比
べ、画素開口率を大きくすることが困難で、光利用効率
が低いという欠点がある。これを補うために、バックラ
イト輝度を増大させねばならないため、ＬＣＤモジュー
ル全体としてノートブックタイプのパーソナルコンピュ
ータや携帯端末に要求されるような低消費電力化は困難
であった。
【０００５】このような問題を解決するため、特開平9-
２３０３７８号では、有機系の樹脂上に画素電極及び共
通電極を前記樹脂に開口したスルーホールを介して配置
させる方式が提案されている。
【０００６】またスイッチングさせるためのアクティブ
素子として、アモルファスシリコンを用いたＴＦＴ以外
に、ポリシリコンを用いたＴＦＴが知られている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】ＩＰＳ型液晶表示装置
では、ＴＮより開口率が低く高開口率化が必要という課
題がある。また映像デジタルメディア対応のための高輝
度化の実現という課題がある。さらに、低消費電力化の
課題もある。
【０００８】また発明者らは、画素電極や共通電極の一
部を例えばインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）等の透明導電
体で構成した場合、その電極端から一定幅は光が透過し
て実質的開口率（透過率）を向上させることができる
が、液晶材料をポジ型とした場合、電界印加により端部
の液晶分子が基板面に対して立ち透過光に対して斜め成
分を持つことにより、視野角が狭くなり、広視野角とい
うＩＰＳ型の特徴が損なわれるという新たな課題を見出
した。
【０００９】さらに本願では、高輝度化対応時の半導体
素子への光照射量の増大により生じるＴＦＴオフ時のリ
ーク電流増加を抑制するという課題にも取り組む。
【００１０】以上の課題の１つあるいは複数を解決する
ことが本願の目的である。その目的のいくつかを詳細に
示すと、第1の目的は低温ポリシリコンＴＦＴを画素Ｔ
ＦＴに用いたＩＰＳ方式の液晶表示装置において、開口
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率（透過率）を落とさずに保持容量を増加配置させたＴ
ＦＴ液晶表示装置を提供することにある。また第2の目
的はＩＰＳ方式の液晶表示装置において、有機樹脂上に
画素電極あるいは共通電極を配置した場合、画素分割が
４分割以上で開口率（透過率）を上げるか、あるいは保
持容量増加させるＴＦＴ液晶表示装置を提供することに
ある。また第３の目的は広視野角特性と低電圧駆動を両
立できるＴＦＴ液晶表示装置を提供させることにある。
【００１１】本願の他の目的および解決する課題は、本
願明細書において明らかとなるであろう。
【００１２】
【課題を解決するための手段】本発明による課題を解決
するための手段の主な例を挙げると、以下のようにな
る。
【００１３】（手段１）透明な第１の基板と第２の基板
に挟まれた液晶層とカラーフィルタ層とを有し、前記第
１の基板上には複数のゲート配線と、前記複数のゲート
配線とマトリクス状に交差する複数のドレイン配線と、
前記ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点に対応
して形成された薄膜トランジスタを有し、隣接するゲー
ト配線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が構成さ
れ、それぞれの画素は共通電極配線と、共通電極、画素
電極とを有する横電界型の液晶表示装置において、前記
ドレイン配線上に絶縁膜を介して形成された共通電極
と、櫛歯状であり、かつ該共通電極と同層に形成された
層を有する画素電極を有し、該画素電極の少なくとも１
つは多層で構成され、かつ下層の画素電極と前記共通電
極配線層により保持容量を形成する。
【００１４】（手段２）手段１において、前記共通電極
配線は前記ゲート配線とほぼ平行に形成され、前記共通
電極と前記共通電極配線は前記絶縁膜を含む絶縁膜の開
口部を通じて接続されている。
【００１５】（手段３）手段１あるいは２において、前
記下層の画素電極は前記画素電極の他層と絶縁膜を介し
て構成する。
【００１６】（手段４）手段１ないし３のいずれかにお
いて、隣接するドレイン配線間の横断線に沿った主透過
部を1画素内で少なくとも４つ以上有し、画素内に前記
ドレイン線上の共通電極と前記共通電極配線が接続され
るスルーホール部を有し、該画素内の前記スルーホール
部から遠い側のドレイン線に近い側の画素電極が前記保
持容量を形成する。
【００１７】（手段５）手段１ないし４において、前記
薄膜トランジスタはポリシリコンで構成され、前記保持
容量の絶縁膜は前記薄膜トランジスタのゲート配線を被
覆する無機絶縁膜である。
【００１８】（手段６）透明な第１の基板と第２の基板
に挟まれた液晶層とカラーフィルタ層とを有し、前記第
１の基板上には複数のゲート配線と、前記複数のゲート
配線とマトリクス状に交差する複数のドレイン配線と、
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前記ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点に対応
して形成された薄膜トランジスタを有し、隣接するゲー
ト配線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が構成さ
れ、それぞれの画素は共通電極配線と、共通電極、画素
電極とを有する横電界型の液晶表示装置において、前記
絶縁膜上に同層で形成された共通電極と画素電極を有
し、該共通電極と該画素電極間の間隙に絶縁膜を介し、
かつ平面的に重畳して前記共通電極あるいは前記画素電
極と同一電位が印加された金属電極を形成する。
【００１９】（手段７）手段６において、前記絶縁膜上
に配置された画素電極及び共通電極のパターン端部を透
明電極で構成する。
【００２０】（手段８）手段６において、前記絶縁膜を
アクリルなどの有機系絶縁膜で構成する。
【００２１】（手段９）第１の基板と第２の基板に挟ま
れた液晶層とカラーフィルタ層とを有し、前記第１の基
板上には複数のゲート配線と、前記複数のゲート配線と
マトリクス状に交差する複数のドレイン配線と、前記ゲ
ート配線とドレイン配線のそれぞれの交点に対応して形
成された薄膜トランジスタを有し、隣接するゲート配線
とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が構成され、そ
れぞれの画素は共通電極配線と、共通電極、画素電極と
を有する横電界型の液晶表示装置において、隣接するド
レイン配線間の１画素の領域が、前記ドレイン配線間で
少なくとも４つの以上に前記画素電極あるいは共通電極
により分割された開口部を有しており、前記開口部の幅
が該開口部の両側の電極の幅の和の順に構成する。
【００２２】（手段１０）第１の基板と第２の基板に挟
まれた液晶層とカラーフィルタ層とを有し、前記第１の
基板上には複数のゲート配線と、前記複数のゲート配線
とマトリクス状に交差する複数のドレイン配線と、前記
ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点に対応して
形成された薄膜トランジスタを有し、隣接するゲート配
線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が構成され、
それぞれの画素は共通電極配線と、共通電極、画素電極
とを有する横電界型の液晶表示装置において、隣接する
ドレイン配線間の１画素の領域が、前記ドレイン配線間
で少なくとも４つの以上に前記画素電極あるいは共通電
極により分割された開口部を有しており、前記ドレイン
配線上に絶縁膜を介して形成された共通電極と、櫛歯状
でありかつ該共通電極と同層に形成された層を有する画
素電極を有し、該画素電極の少なくとも１つは多層で構
成され、かつ下層の画素電極と前記共通電極配線層によ
り保持容量が形成されており、該保持容量を形成した画
素電極と、該画素電極に隣接するドレイン配線上の共通
電極との間の開口部幅が他の開口部幅より広くする。
【００２３】（手段１１）第１の基板と第２の基板に挟
まれた液晶層とカラーフィルタ層とを有し、前記第１の
基板上には複数のゲート配線と、前記複数のゲート配線
とマトリクス状に交差する複数のドレイン配線と、前記
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7
ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点に対応して
形成された薄膜トランジスタを有し、隣接するゲート配
線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が構成され、
それぞれの画素は共通電極配線と、共通電極、画素電極
とを有する横電界型の液晶表示装置において、前記隣接
するドレイン配線間に挟まれた１画素の領域がドレイン
配線間で４分割以上にされた開口部をし、該４分割され
た開口部の幅それぞれを相互に異ならせる。
【００２４】（手段１２）第１の基板と第２の基板に挟
まれた液晶層とカラーフィルタ層とを有し、前記第１の
基板上には複数のゲート配線と、前記複数のゲート配線
とマトリクス状に交差する複数のドレイン配線と、前記
ゲート配線とドレイン配線のそれぞれの交点に対応して
形成された薄膜トランジスタを有し、隣接するゲート配
線とドレイン配線とで囲まれる領域で画素が構成され、
それぞれの画素は共通電極配線と、共通電極、画素電極
とを有する横電界型の液晶表示装置において、ドレイン
配線上に絶縁膜を介してその上部に共通電極を有し、該
共通電極と同層でかつ該共通電極より幅の狭い透明導電
体による画素電極を有し、該画素電極の幅方向の端部が
前記絶縁膜の下部に配置されかつ該画素電極と同電位が
印加された金属電極で遮光する。
【００２５】（手段１３）手段１２において、前記透明
導電体による画素電極の幅より前記金属電極幅を広くす
る。
【００２６】本発明のさらなる手段は以下の通りであ
る。
【００２７】本発明の第1の目的を達成する手段は、Ｉ
ＰＳ型表示装置において、表示用電界の形成部となる細
く延びる画素電極と、該画素電極と絶縁膜を介して重畳
された共通電極電位部を設け、該細く延びる画素電極と
共通電極電位部の間に保持容量を形成することにある。
【００２８】前記保持容量の共通電極は前記画素電極に
対して、一方の絶縁膜を介して下部に延在し、さらに他
方の絶縁膜を介して上部に延在することにより、さらに
保持容量増加を図ることが出来る。
【００２９】前記画素電極の他方の絶縁膜を介して上部
に延在する共通電極を透明電極とし、前記延在する画素
電極の少なくとも一方の端部を被覆してはみ出すことに
より開口率を犠牲にすること無く保持容量の増加が実現
する。
【００３０】さらに、ドレイン線上の共通電極とドレイ
ン線より下層の共通電極もしくは基準信号線間をスルー
ホールで接続する接続領域を有し、1画素領域に４つ以
上櫛歯間の開口部を有する構成において、前記接続領域
と反対側の櫛歯状の画素電極と共通電極で保持容量を構
成することで達成される。
【００３１】本発明の第2の目的を達成する手段は、Ｉ
ＰＳ表示装置の主開口領域が４つ以上存在する構成で、
前記主透過部の液晶を駆動するための電位としてドレイ
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ン線上の共通電極の電位、前記共通電極と連結されたド
レイン線上を被覆しない共通電極の電位、ドレイン線上
の共通電極と同層の画素電極の電位を設けることであ
る。前記共通電極、前記画素電極の少なくとも一方か、
両方が透明電極であることによりその効果を高められ
る。  さらに本発明の第2の目的を達成する手段は、隣
接するドレイン線間のＩＰＳ表示装置の光透過領域を４
つ以上とする場合、該透過領域の幅をすべて異ならせる
ことである。特に、透過領域両側の櫛歯の幅の和の逆順
に透過領域の幅を構成することで、実効的透過率を最大
と出来る。さらに、画素電極の幅としては、前記櫛歯の
中でも保持容量を構成した部分の櫛歯幅を広く設定する
ことにより容量の最大化も実現する。ドレイン線上に絶
縁膜を介して上部に形成された共通電極と、保持容量を
形成した画素電極櫛歯の間隔を最も広く形成すること
で、第2の目的を最大限達成できる。
【００３２】本発明の第3の目的を達成する手段は、絶
縁膜上に配置された画素電極あるいは共通電極の少なく
とも一方が透明電極により構成され、さらに延在する櫛
歯の少なくとも一方の端部が、前記透明電極より絶縁膜
を挟んで下層に配置された電極と重畳部を有し、該電極
が前記透明電極と同一電位が印加された遮光金属電極で
遮光されていることにより実現される。
【００３３】本発明の更なる手段は、以下の発明の実施
の形態の中で明らかとなるであろう。
【００３４】
【発明の実施の形態】本発明の特徴を示す代表的な構造
を、以下実施例により説明する。
【００３５】（実施例１）図1～図５は本発明の一実施
例の液晶表示装置に係る画素の平面および断面図であ
る。図２、図３、図４、図５はそれぞれ図１における２
-２’、３-３’、４-４’、５-５’として一点鎖線で示
した切断線での断面を示す。図面では切断部を分かりや
すくするため、数字を○で囲い切断部を示している。な
お図は説明用に要部を記載した物であり、配向膜は図か
らは省略している図もある。また対向基板側の構成も省
略している図もある。以下、順を追って示す。
【００３６】図1は画素の模式平面パターンを示す。隣
接するゲート配線ＧＬ、隣接するドレイン配線ＤＬに囲
まれて1画素を構成する。ゲート配線ＧＬはポリシリコ
ンＰＳＩで構成されたＴＦＴのゲート電極としても作用
し、ＴＦＴをオンさせる電圧を供給する。ドレイン線は
ポリシリコンＰＳＩへの電流を供給する、すなわち前記
ゲート電圧ＧＬがオン電圧を供給したタイミングで印加
された映像電圧（ドレイン電圧）を1画素の液晶容量、
保持容量に給電し、結果的に金属画素電極ＳＰＭ及びこ
れに連結された透明画素電極ＳＰＴの電位が映像電位と
なる。
【００３７】前記電流の流れはドレイン配線ＤＬから第
1のコンタクトホールＣＮＴ１を通じてポリシリコンＰ
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ＳＩに繋がり、このポリシリコン中の電流は第2のコン
タクトホールＣＮＴ２を通じて、金属画素電極ＳＰＭに
流れる。さらに金属画素電極ＳＰＭから第5のコンタク
トホールＣＮＴ５を介して、絶縁膜上の透明画素電極Ｓ
ＰＴに至る。
【００３８】図１では、ＤＬとＰＳＩのコンタクトホー
ルＣＮＴ１の周囲でＤＬを局部的に太く構成した。これ
により、ＣＮＴ１の接続抵抗の低減と安定したコンタク
トが実現する。むろん、コンタクトが正常に出来ればＤ
Ｌの太さは同じでも良い。
【００３９】画素電極と共に液晶容量あるいは保持容量
を構成するもう一方の電極の共通電極電位は以下の経路
を持ち印加される。隣接するゲート配線間のほぼ中央に
配置された共通電極配線ＣＬにまず共通電位が印加され
る。この電位は、フレーム毎に交流化される画素電位の
ほぼ中点電位が設定される（図１７で再度詳細を説明す
る）。上記共通電極配線の電位は、まず第3のコンタク
トホールＣＮＴ３を介して電極パッドＰＡＤへ繋がる。
さらに上記電極パッドは上部の絶縁膜を介して、ドレイ
ン配線ＤＬ、ゲート配線ＧＬを被覆する透明共通電極Ｃ
ＰＴに最終的に電位を供給する。この画素電極電位と共
通電極電位により液晶容量あるいは保持容量が構成され
ると共に、この電位間の電位差により電界を液晶層内に
生じせしめ、前記ドレイン配線ＤＬから供給された映像
電圧と前記共通電圧で映像を表示する。図1における主
な透過部は２-２’線にそった４つの開口部である。
【００４０】以下、各部の構成を断面図を用いて詳細に
説明する。図２は図１の２-２’線に沿った断面図であ
り、隣接するドレイン線ＤＬ間の１画素領域を横切る部
分である。歪点約６７０℃の無アルカリＴＦＴガラス基
板ＧＬＳ１上に膜厚５０ｎｍのＳｉ

３
Ｎ
４
膜と膜厚１２

０ｎｍのＳｉＯ
２
膜からなる下地絶縁膜ＵＬＳが形成さ

れている。下地絶縁膜ＵＬＳはＴＦＴガラス基板ＧＬＳ
１からのＮａ等の不純物の拡散を防止する役割を持つ。
下地絶縁膜ＵＬＳ上には、ＳｉＯ

２
からなるゲート絶縁

膜ＧＩが成膜されている。 ＧＩ膜上には例えばＭｏあ
るいはＭｏＷ等の金属共通電極ＣＰＭが形成されてい
る。この金属共通電極ＣＰＭは図1のゲート配線ＧＬ、
共通電極配線ＣＬと同一工程、同一材料からなり、前記
共通電極配線ＣＬから枝別れしてパターニングされてい
る。
【００４１】上記部材全部を覆うようにＳｉＯ２からな
る層間絶縁膜ＩＬＩが形成され。層間絶縁膜ＩＬＩ上に
はＴｉ／Ａｌ／Ｔｉのように3層金属膜よりなるドレイ
ン配線ＤＬが形成されている。
【００４２】その上層には膜厚２００ｎｍのＳｉ

３
Ｎ
４

からなる保護絶縁膜ＰＡＳと膜厚２μｍのアクリル系樹
脂を主成分とする有機保護膜ＦＰＡＳにより被覆されて
いる。有機保護膜ＦＰＡＳ上では、まずドレイン配線Ｄ
Ｌの幅より広く、 インジウム‐スズ酸化物（ＩＴＯ）
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よりなる透明共通電極ＣＰＴが形成されている。 同一
工程、同一材料で作製されたＩＴＯからなる透明画素電
極ＳＰＴも前記有機絶縁膜ＦＰＡＳ上に形成されてい
る。
【００４３】上記説明中、配線材料は特に限定する物で
はない。
【００４４】主な透過領域は（１）ドレイン線ＤＬ上の
透明共通電極ＣＰＴと透明画素電極ＳＰＴ間、（２）前
記透明画素電極ＳＰＴと図1の平面図において上下のゲ
ート配線ＧＬから共通電極配線ＣＬ側に延びた透明共通
電極ＣＰＴの間、（３）前記透明共通電極と金属共通電
極ＣＰＭと金属画素電極ＳＰＭを被覆するように前記有
機保護膜ＦＰＡＳ上に配置された透明画素電極ＳＰＴの
間、（４）前記透明画素電極ＳＰＴとドレイン配線ＤＬ
上の透明共通電極ＣＰＴの間の４つの領域である。 上
記透明画素電極ＳＰＴ、透明共通電極ＣＰＴが液晶を駆
動する電極である。
【００４５】一方、液晶ＬＣを封止する対向の基板はカ
ラーフィルタ（ＣＦ）基板ＧＬＳ２である。ＣＦガラス
基板ＧＬＳ２は、液晶側に色表示を行う顔料を分散した
有機膜材料から構成された色フィルタ（ＦＩＬ）がその
画素毎に割り当てられた色に応じて、青（Ｂ）、赤
（Ｒ）、緑（Ｇ）の透過光を表現する色フィルタ（赤で
はＦＩＬ（Ｒ））となっている。その内側には有機材料
からなるオーバコート膜ＯＣ膜が形成されている。ＯＣ
膜は無くても良いが、平坦性を向上する目的ではあるほ
うが望ましい。ＣＦ基板ＧＬＳ２及びＴＦＴ基板ＧＬＳ
１の液晶ＬＣに対して接している面には配向膜ＯＬＩが
印刷されて所定のラビングが施され、初期配向方向を制
御している。また上記、ＣＦガラス基板ＧＬＳ２及びＴ
ＦＴガラス基板ＧＬＳ１の外側の面にはそれぞれ偏光板
ＰＯＬが貼られる。この偏光板は互いのガラス基板間で
偏向軸が直交するいわゆるクロスニコル状態が形成され
ている。
【００４６】ラビング方向と偏光板の角度の関係を図３
２に示す。偏光軸の一方ＰＤ２はＧＬと同方向に、他方
ＰＤ１はＧＬと直交方向としている。またラビング方向
ＲＤは上下基板ともＧＬと直交する方向とした。これに
よりノーマリーブラックモードの配置となり、さらに図
１のような屈曲形状の画素パターンによりマルチドメイ
ン化を行っている。むろん、非マルチドメインの場合も
本願の範疇に含むものであり、その場合でも偏光板配置
がクロスニコルになるようにすることが必要である。
【００４７】本断面構造の特徴の１つは、有機絶縁膜Ｆ
ＰＡＳ上の透明画素電極ＳＰＴ及び透明共通電極ＣＰＴ
により液晶ＬＣに対して、1画素が少なくとも4分割の開
口（主な透過領域）を持つことである。
【００４８】また別の特徴は、透明画素電極ＳＰＴの櫛
歯の形成領域において、その下部の金属画素電極ＳＰＭ
が絶縁膜ＩＬＩを介してその下部の金属共通電極ＣＰＭ
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11
との間に保持容量Ｃｓｔｇを構成している点にある。こ
の保持容量Ｃｓｔｇ領域は金属電極を主体として形成さ
れているので、その容量値を増加すると開口率が低下す
る問題がある。 図１で示した画素は色フィルタがいわ
ゆる縦ストライプであるため、隣接するゲート線ＧＬ間
隔は、隣接するドレイン線ＤＬ間隔の３倍である。従っ
て、図１に示すドレイン線ＤＬの内側で開口部を挟んで
ドレイン線ＤＬに平行して延在する透明画素電極ＳＰＴ
の下部に保持容量Ｃｓｔｇを形成することにより開口率
を低下させずに大きな容量値を形成できる。
【００４９】さらにこの延在する保持容量Ｃｓｔｇは、
画素内で透明共通電極ＣＰＴと共通電極配線ＣＬをつな
ぐ電極パッドＰＡＤに対して、遠い位置の透明画素電極
ＳＰＴの下部に配置されることが望ましい。これは、Ｔ
ＦＴの第2のコンタクトホールＣＮＴ２から保持容量Ｃ
ｓｔｇ下部へ延びる金属画素電極ＳＰＭと電極パッドＰ
ＡＤは同一工程、材料から構成されているため、電極パ
ッドＰＡＤに対して遠い位置の透明画素電極ＳＰＴの下
部に配置することによりレイアウトの干渉を回避でき、
保持容量Ｃｓｔｇとしてより大きな値を実現することが
可能となる。
【００５０】図3は図１の３-３’の線に沿った断面図で
ある。本断面図は図1の平面図においてドレイン配線Ｄ
Ｌ～第1のコンタクトホールＣＮＴ１～ＴＦＴのポリシ
リコン層ＰＳＩ～第2のコンタクトホールＣＮＴ２～共
通電極配線ＣＬ上に形成された電極パッドＰＡＤ～第4
のコンタクトホールＣＮＴ４と透明共通電極ＣＰＴの接
続部分の断面を示す。図３の断面図の左側はＴＦＴの断
面である。ドレイン配線ＤＬ、金属画素電極ＳＰＭをい
わゆるドレイン電極、ソース電極とし、ゲート配線ＧＬ
をゲート電極として、ゲート絶縁膜ＧＩを有するいわゆ
るＭＯＳ型ＴＦＴである。ＵＬＳ上にｐ－Ｓｉ層があ
り、ドレイン配線ＤＬ及び金属画素電極ＳＰＭはゲート
絶縁膜ＧＩ及び層間絶縁膜ＩＬＩに開けられた第1のコ
ンタクトホールＣＮＴ１及び第2のコンタクトホールＣ
ＮＴ２を各々通じて、低温ポリシリコンＰＳＩのリンを
不純物としてドープされた高濃度ｎ型層ＰＳＩ（ｎ＋）
に接続されている。該高濃度ｎ型層ＰＳＩ（ｎ＋）は導
電性が高く、擬似的に配線部として働く。一方ＧＬ下の
ＰＳＩはボロンを不純物としてドープされたｐ型層ＰＳ
Ｉ（ｐ）となっており、いわゆる半導体層として働き、
ＧＬにＯＮ電位で導通状態、ＯＦＦ電位で非導通状態と
なるスイッチング動作を示す。ゲート配線ＧＬにオン電
圧が印加された場合、ゲート配線ＧＬ下部でゲート絶縁
膜ＧＩ下部であり、ボロンを不純物としてドープされた
ｐ型層ＰＳＩ（ｐ）のゲート絶縁膜ＧＩ界面のポテンシ
ャルが反転してチャネル層が形成され、ｎ型化されＴＦ
Ｔにオン電流が流れ、結果的に金属画素電極ＳＰＭへ電
流が流れ液晶容量及び保持容量が充電される。
【００５１】図１でＰＳＩはＧＬと直線状に交差するよ
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う構成している。ＤＬがＧＬに対し斜めに交差するのに
対照的な構造となっている。これは、ＰＳＩとＧＬが斜
めに交差すると、ＰＳＩのチャネル部の断面積を必要以
上に拡大してしまい、リーク電流の増加による保持特性
の劣化が生じる場合があるからである。そこで図１の構
造では、ほぼ直交するように配置し、構造的にリークを
最小とした。
【００５２】図４は図1の４-４’の線に沿った断面図で
ある。本断面図は主に保持容量Ｃｓｔｇを構成する側の
透明画素電極ＳＰＴに沿った断面図である。保持容量は
共通電極配線ＣＬから枝別れした金属共通電極ＣＰＭ及
び共通電極配線ＣＬを一方の電極とし、他方の電極をＴ
ＦＴに接続される金属画素電極ＳＰＭとし、絶縁膜とし
て層間絶絶縁膜ＩＬＩを用いることにより形成されてい
る。透明画素電極ＳＰＴは有機絶縁膜ＦＰＡＳ及び保護
膜ＰＡＳに開けられた第5のコンタクトホールＣＮＴ５
部で金属画素電極ＳＰＭに接続される。
【００５３】またＣＰＭとＳＰＭとＳＰＴの重畳部は、
３層以上の導電層が重畳し、かつ上層ほど幅広で構成さ
れている。このように構成することにより、下層の電位
の影響を上層で確実にシールドし、下層の影響を液晶層
に及ぼすことを防止でき、高画質の液晶表示装置が実現
する。
【００５４】図５は図1の５-５’線に沿った断面図であ
る。本断面構造部は共通電極配線ＣＬの電位を第３のコ
ンタクトホールＣＮＴ３から電極パッドＰＡＤに繋ぎ、
さらに電極パッドと有機保護膜ＦＰＡＳ上の透明共通電
極ＣＰＴに接続する部分である。電極パッドＰＡＤは本
構造の場合、第4のコンタクトホールＣＮＴ４で透明共
通電極ＣＰＴと共通電極配線ＣＬを直接接続した場合、
コンタクトホールの深さが大きくなり、エッチング選択
比が低下し、透明共通電極ＣＰＴが断線する比率が高ま
るという問題がある。そこで本願ではドレイン配線ＤＬ
と同一工程、材料で構成された電極パッドＰＡＤを間に
挟むことで、透明共通電極ＣＰＴと共通電極配線ＣＬを
安定して接続できるようにした。
【００５５】図２６は図１の７－７’線に沿った断面図
である。金属性の共通電極ＣＰＭの端部と、透明電極性
の共通電極ＣＰＴの端部が重畳して構成されている。こ
のように構成することで、ＣＰＴ端部からＣＬに至る領
域でＳＰＴと短絡を生じさせずに櫛歯状の共通電位を構
成することが可能となり、実効的光透過領域が拡大し、
開口率が拡大する効果を奏することができる。
【００５６】図６及び図7は実施例１の特徴を明らかに
するための画素の平面図であり、図６は画素を構成する
複数のレイヤ、部材の中からゲート配線ＧＬとドレイン
配線ＤＬ及び有機保護膜ＦＰＡＳに配置された透明画素
電極ＳＰＴ及び透明共通電極ＣＰＴのパターンのみを抜
き出して記載したものである。本実施例で説明している
構造は、図２でも明らかなように、透明画素電極ＳＰＴ
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と透明共通電極ＣＰＴが共に有機保護膜ＦＰＡＳ上にあ
る。これにより絶縁膜を画素電極と共通電極で挟み、該
電極間のみで表示用電界を形成する構造に比べ、駆動電
圧を低減できる効果がある。絶縁膜によるロス分が解消
できるからである。しかし、この透明画素電極ＳＰＴと
透明共通電極ＣＰＴは同一工程、同一材料で構成されて
いるため、短絡防止のため互いを分離したパターンとす
る必要がある。効率良くレイアウトするには、４分割以
上の場合、ゲート配線を被覆する透明共通電極から内側
に透明画素電極ＣＰＴを延在させ、ＣＰＴと接続しない
ようにその間に透明画素電極ＳＰＴを配置すれば良い。
４分割の場合には、図６のようにＸ字状に透明画素電極
ＳＰＴを配置すれば良い。
【００５７】また本構造では、各画素でのＦＰＡＳの透
明電極からの露出部が連続した領域として形成される。
これにより、透明電極エッチング時にエッチング液の濃
度差が画素内で局所的に異なることを防止できる。画素
内で循環できるからである。これにより、透明電極のエ
ッチング性が向上し、寸法バラツキの低減により輝度む
らの低減が実現する。また各画素で内部に折れ曲がりパ
ターンを有する領域を内在し、その外周に連続した有機
膜露出領域を有することで、配向膜の密着性が向上し、
剥がれを生じ難く信頼性が高い構造とすることが出来
る。
【００５８】また本実施例ではゲート線ＧＬに対してほ
ぼ垂直方向に初期配向処理を例えばラビングで行う。ド
レイン線ＤＬ及び櫛歯電極は平面図の上下の垂線に対し
て、おおよそ１０～１５度の角度で曲がっている。これ
により図６の上下方向に初期配向された液晶分子が画素
電極と共通電極間に電圧差を与えることにより横電界を
発生し、かつその際の電界方向が櫛歯電極が上下で曲が
っていることにより図６の上側の領域と下側の領域で異
なった方向に回転し、マルチドメイン効果を実現する。
しかしながら、図６の丸で囲んだ領域は、透明画素電極
ＳＰＴと透明共通電極が分離され、ゲート線方向ＧＬに
沿った電界ではなく、上下（垂直）方向の電界がかかる
ので液晶分子の回転がみだれ、いわゆるディスクリネー
ションが発生し、透過率が低下したり、応答が遅くなる
原因となる。そこで本願では、ゲート線ＧＬ方向の成分
を有する横電界をこの部分にも印加し、ディスクリネー
ションの発生を抑制した。このため、図６の丸印で囲ん
だＳＰＴとＣＰＴの離間対向領域を、有機保護膜ＦＰＡ
Ｓ下部の金属画素電極ＳＰＭや金属共通電極ＣＰＭでこ
こを遮光してふさぐことによりディスクリネーションの
発生を防止し、透過率を向上し、実効開口率を大きくし
た。より効果を拡大するためには、遮光する電極として
透明の櫛歯電極ＳＰＴあるいはＣＰＴと同電位の金属電
極を用いるとさらに効果が高い。すなわち、櫛歯端部と
同電位の金属電極で延在部を形成、遮光することによ
り、あたかも櫛歯電極がそのまま延在したかの如く動作
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するため、有効に動作する領域を拡大できるものであ
る。
【００５９】またこれは、上層電極と下層電極により同
一の電極を構成した物である。これにより、同一電極に
対しＢ－Ｖカーブの異なる２領域を構成できるため、製
造バラツキなどの影響を低減でき、製品間のバラツキ、
及び面内での加工バラツキの影響を低減でき、輝度むら
の少ない表示装置が実現できる。
【００６０】さらに、上層電極と下層電極はスルーホー
ルによる給電のほかに、容量結合によっても給電され
る。これにより、万一スルーホール以遠で断線が生じ、
スルーホール経由での給電が停止しても、容量結合によ
り櫛歯電極に正常な電位が供給できるため、冗長構造と
なり、歩留りの改善も実現する。
【００６１】図７は遮光電極としても働く金属画素電極
ＳＰＭの配置をあらわす平面図である。金属画素電極Ｓ
ＰＭはＴＦＴからの電位を透明画素電極ＳＰＴの下部を
延在する形で自段のゲート配線ＧＬを覆う透明共通電極
ＣＰＴと透明画素電極ＳＰＴのすきまを遮光し、一本の
透明画素電極ＳＰＴの下部を経て、次段のゲート配線Ｇ
Ｌを覆う透明共通電極ＣＰＴと透明画素電極ＳＰＴのす
きまを遮光するようにレイアウトされる。この延びる金
属画素電極ＳＰＭは前述のように保持容量Ｃｓｔｇを大
きくする効果がある。またこの迂回する金属画素電極Ｓ
ＰＭは電極パッドＰＡＤとのパターン干渉をさける配置
としているため、さらにＣｓｔｇを大きくすることが出
来る。また短絡の回避が出来、歩留り向上にも寄与す
る。
【００６２】またＰＡＤが遮光性の金属材料で構成され
ていることで、ＴＨ周囲の光漏れも遮光でき、コントラ
スト比の向上が実現する。
【００６３】次に、図３に示すようなＮＭＯＳ型ＴＦＴ
の製造工程を図８～図１２及び図３を用いて説明する。
【００６４】厚さ０．７ｍｍ、サイズ７３０ｍｍ×９２
０ｍｍの歪点約６７０℃の無アルカリＴＦＴガラス基板
ＧＬＳ１を洗浄後、ＳｉＨ

４
とＮＨ

３
とＮ

２
の混合ガス

を用いたプラズマＣＶＤ法により膜厚５０ｎｍのＳｉ
３

Ｎ
４
膜、続いて、テトラエトキシシランとＯ

２
の混合ガ

スを用いたプラズマＣＶＤ法により、膜厚１２０ｎｍの
ＳｉＯ

２
膜の積層の下地絶縁膜ＵＬＳを形成する。本絶

縁膜ＵＬＳは多結晶シリコン膜へのＴＦＴガラス基板Ｇ
ＬＳ１からのＮａ拡散を防止するためである。Ｓｉ

３
Ｎ

４
、ＳｉＯ

２
ともに形成温度は４００℃である。なお、

本願では半導体層として多結晶シリコンで代表するが、
巨大結晶シリコン、連続粒界シリコン、アモルファスシ
リコンでもよい。
【００６５】次に、上にＳｉＨ

４
、Ａｒの混合ガスを用

いたプラズマＣＶＤ法によりほぼ真性（イントリンシッ
ク）の水素化非晶質シリコン膜を５０ｎｍ形成する。成
膜温度は４００℃で、成膜直後水素量は約５ａｔ％であ
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る。次に基板を４５０℃で約３０分アニールすることに
より、水素化非晶質シリコン膜中の水素を放出させる。
アニ－ル後の水素量は約１ａｔ％である。
【００６６】次に、波長３０８ｎｍのエキシマレーザ光
ＬＡＳＥＲを前記非晶質シリコン膜にフルエンス４００
ｍＪ／ｃｍ２、で照射し、非晶質シリコン膜を溶融再結
晶化させて、ほぼ真性の多結晶シリコン膜を得る。この
時レーザビームは幅０．３ｍｍ、長さ２００ｍｍの細線
状の形状であり、ビームの長手方向とほぼ垂直な方向に
基板を１０μｍピッチで移動しながら照射した。照射時
は窒素雰囲気とした。
【００６７】通常のホトリソグラフィ法により所定のレ
ジストパターンを多結晶シリコン膜上に形成しＣＦ

４
と

Ｏ
２
の混合ガスを用いたリアクティブイオンエッチング

法により多結晶シリコン膜ＰＳＩを所定の形状に加工す
る（図８）。
【００６８】次に、テトラエトキシシランと酸素の混合
ガスを用いたプラズマＣＶＤ法により膜厚１００ｎｍの
ＳｉＯ

２
を形成しゲート絶縁膜ＧＩを得る。この時のテ

トラエトキシシランとＯ
２
の混合比は１：５０、形成温

度は４００℃である。引き続きイオン注入法によりより
Ｂイオンを加速電圧３３ＫｅＶ、ドーズ量１Ｅ１２（ｃ
ｍ－２）で打ちこみ、ｎ型ＴＦＴのチャネル領域のポリ
シリコン膜ＰＳＩ（ｐ）を形成する。
【００６９】次にスパッタリング法により、金属配線、
例えばＭｏあるいはＭｏＷ膜を２００ｎｍ形成後、通常
のホトリソグラフィ法により所定のレジストパターンを
Ｍｏ膜上に形成し、混酸を用いたウエットエッチング法
によりＭｏ膜を所定の形状に加工し走査配線ＧＬおよび
第２の共通電極配線ＣＬを得る。
【００７０】エッチングに用いたレジストパターンを残
したまま、イオン注入法によりよりＰイオンを加速電圧
６０ＫｅＶ、ドーズ量１Ｅ１５（ｃｍ－２）で打ちこ
み、ｎ型ＴＦＴのソース、ドレイン領域ＰＳＩ（ｎ＋）
を形成する（図9）。 上記でｎ型ＴＦＴのソース、ドレ
インがｎ＋型の低温ポリシリコン膜ＰＳＩ（ｎ＋）及び
ｐ型のチャネル領域のポリシリコン膜ＰＳＩ（ｐ）がで
きあがるが、以下のようにｐ型とｎ＋型の間にＰイオン
濃度がｎ＋型より少ないｎ型のＬＤＤ領域を作り、ＴＦ
Ｔのリーク電流を低減することができる（図示していな
い）。すなわち、エッチングに用いたレジストパターン
を除去後、再度イオン注入法によりPイオンを加速電圧
６５ＫｅＶ、ドーズ量２Ｅ１３（ｃｍ－２）で打ちこ
み、ｎ型ＴＦＴのＬＤＤ領域を形成する。ＬＤＤ領域の
長さはＭｏをウエットエッチングしたときのサイドエッ
チング量で定められる。本実施例の場合約０．８μmで
ある。この長さはＭｏのオーバーエッチング時間を変化
させるすることで制御できる。
【００７１】次に、基板にエキシマランプまたはメタル
ハライドランプの光を照射するラピッドサーマルアニー
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ル（ＲＡＴ)法により打ち込んだ不純物を活性化する。
エキシマランプまたはメタルハライドランプ等の紫外光
を多く含む光を用いてアニールすることにより、多結晶
シリコン層ＰＳＩのみを選択的に加熱でき、ガラス基板
が加熱されることによるダメージを回避できる。不純物
の活性化は、基板収縮や曲がり変形等が問題にならない
範囲で、４５０℃程度以上の温度での熱処理によっても
可能である（図９）。
【００７２】次に、テトラエトキシシランと酸素の混合
ガスを用いたプラズマＣＶＤ法により膜厚５００ｎｍの
ＳｉＯ

２
を形成し層間絶縁膜ＩＬＩを得る。この時のテ

トラエトキシシランとＯ
２
の混合比は１：５、形成温度

は３５０℃である。
【００７３】次に、所定のレジストパターンを形成後、
混酸を用いたウエットエッチング法により、前記層間絶
縁膜に第1のコンタクトスル－ホールＣＮＴ１、第２の
コンタクトホールＣＮＴ２及び図1の平面図の第３のコ
ンタクトホールＣＮＴ３を開孔する（図１０）。
【００７４】続いて、スパッタリング法により、Ｔｉを
５０ｎｍ、Ａｌ－Ｓｉ合金を５００ｎｍ、Ｔｉを５０ｎ
ｍを順次積層形成した後に所定のレジストパターンを形
成し、その後ＢＣｌ

３
とＣｌ

２
の混合ガスを用いたリア

クティブイオンエッチング法により一括エッチングし、
ドレイン配線ＤＬと金属画素電極ＳＰＭ、電極パッドＰ
ＡＤを得る（図１１）。
【００７５】ＳｉＨ

４
とＮＨ

３
とＮ

２
の混合ガスを用い

たプラズマＣＶＤ法により膜厚３００ｎｍのＳｉ
３
Ｎ
４

膜である保護膜ＰＡＳを形成し、さらに、スピン塗布法
によりアクリル系感光性樹脂を約３.５μｍの膜厚で塗
布し、所定のマスクを用いて露光、現像して前記アクリ
ル系樹脂にスルーホールを形成する。次に２３０℃で２
０分ベークすることで、アクリル樹脂を焼成し、膜厚
２．０μｍの平坦化有機保護膜ＦＰＡＳを得る。続い
て、前記有機保護膜ＦＰＡＳに設けたスルーホールパタ
ーンをマスクとして下層のＳｉ

３
Ｎ
４
膜をＣＦ

４
を用い

たリアクティブイオンエッチング法により加工し、Ｓｉ

３
Ｎ
４
膜に第４のコンタクトホールＣＮＴ４を形成する

（図１２）。
【００７６】このように有機保護膜ＦＰＡＳをマスクと
して用いて下層の絶縁膜を加工することにより、一回の
ホトリソグラフィ工程で２層の膜をパターニングでき、
工程を簡略化できる。
【００７７】最後にスパッタリング法によりＩＴＯ膜等
の透明導電膜を７０ｎｍ形成し、混酸を用いたウエット
エッチングにより所定の形状に加工して透明共通電極Ｃ
ＰＴおよび図１の平面図に示した透明画素電極ＳＰＴを
形成しアクティブマトリクス基板が完成する（図３）。
以上6回のホトリソグラフィ工程で多結晶シリコンＴＦ
Ｔが形成される。
【００７８】次に液晶パネルの概観の平面構造について
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説明する。図１３は上下のガラス基板ＧＬＳ１、ＧＬＳ
２を含む表示パネルのマトリクス（ＡＲ）周辺の要部平
面を示す図である。このパネルの製造では、小さいサイ
ズであればスループット向上のため１枚のガラス基板で
複数個分のデバイスを同時に加工してから分割し、大き
いサイズであれば製造設備の共用のためどの品種でも標
準化された大きさのガラス基板を加工してから各品種に
合ったサイズに小さくし、いずれの場合も一通りの工程
を経てからガラスを切断する。
【００７９】図１３は後者の例を示すもので、上下基板
ＧＬＳ１、ＧＬＳ２の切断後を表している。いずれの場
合も、完成状態では外部接続端子群Ｔｇ、Ｔｄが存在す
る（図で上辺）部分はそれらを露出するように上側基板
ＧＬＳ２の大きさが下側基板ＧＬＳ１よりも内側に制限
されている。端子群Ｔｇ、Ｔｄはそれぞれ後述するＴＦ
Ｔガラス基板ＧＬＳ１上で表示部ＡＲの左右に配置され
た低温ポリシリコンＴＦＴの走査回路ＧＳＣＬへ供給す
る電源及びタイミングデータに関する接続端子、表示領
域ＡＲの上部でＴＦＴガラス基板ＧＬＳ１上に低温ポリ
シリコンＴＦＴの映像信号回路ＤＤＣへの映像データあ
るいは電源データを供給するため端子Ｔｄである。引出
配線部を集積回路チップＣＨＩが搭載されたテープキャ
リアパッケージＴＣＰ（図１４）の単位に複数本まとめ
て名付けたものである。各群のマトリクス部から映像信
号回路ＤＤＣを経て外部接続端子部に至るまでの引出配
線は、両端に近づくにつれ傾斜している。これは、パッ
ケージＴＣＰの配列ピッチ及び各パッケージＴＣＰにお
ける接続端子ピッチに表示パネルの映像信号端子Ｔｄを
合わせるためである。
【００８０】透明ガラス基板ＧＬＳ１、ＧＬＳ２の間に
はその縁に沿って、液晶封入口ＩＮＪを除き、液晶ＬＣ
を封止するようにシールパターンＳＬが形成される。シ
ール材は例えばエポキシ樹脂から成る。
【００８１】図2の断面構造で示した配向膜ＯＲＩ層
は、シールパターンＳＬの内側に形成される。液晶ＬＣ
は液晶分子の向きを設定する下部配向膜ＯＲＩと上部配
向膜ＯＲＩとの間でシールパターンＳＬで仕切られた領
域に封入されている。
【００８２】この液晶表示装置は、下部透明ＴＦＴガラ
ス基板ＧＬＳ１側、上部透明ＣＦガラス基板ＧＬＳ２側
で別個に種々の層を積み重ね、シールパターンＳＬを基
板ＧＬＳ２側に形成し、下部透明ガラス基板ＳＵＢ１と
上部透明ガラス基板ＧＬＳ２とを重ね合わせ、シール材
ＳＬの開口部ＩＮＪから液晶ＬＣを注入し、注入口ＩＮ
Ｊをエポキシ樹脂などで封止し、上下基板を切断するこ
とによって組み立てられる。
【００８３】図１４は、図１３に示した表示パネルに映
像信号駆動ＩＣを搭載したＴＣＰとＴＦＴ基板ＧＬＳ１
上に低温ポリシリコンＴＦＴで形成した信号回路ＤＤＣ
との接続及びＴＦＴ基板ＧＬＳ１に低温ポリシリコンＴ
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ＦＴで形成した走査回路ＧＳＣＬと外部とを接続した状
態を示す上面図である。
【００８４】ＴＣＰは駆動用ＩＣチップがテープ・オー
トメイティド・ボンディング法（ＴＡＢ）により実装さ
れたテープキャリアパッケージ、ＰＣＢ１は上記ＴＣＰ
やコントロールＩＣであるＴＣＯＮ、その他電源用のア
ンプ、抵抗、コンデンサ等が実装された駆動回路基板で
ある。ＣＪはパソコンなどからの信号や電源を導入する
コネクタ接続部分である。
【００８５】図１５はテープキャリアパッケージＴＣＰ
を液晶表示パネルの、信号回路用端子Ｔｄに接続した状
態を示す要部断面図である。テープキャリアパッケージ
ＴＣＰは異方性導電膜ＡＣＦによって液晶表示パネル接
続される。パッケージＴＣＰは、電気的にはその先端部
がパネル側の接続端子Ｔｄと接続されれば良いが、実際
はＴＦＴの保護膜ＰＡＳ、有機保護膜ＦＰＡＳの開口部
を覆うように形成された、透明共通電極ＣＰＴと同一工
程で形成された透明電極ＩＴＯと接続されている。シー
ルパターンＳＬの外側の上下ガラス基板の隙間は洗浄後
エポキシ樹脂ＥＰＸ等により保護され、パッケージＴＣ
Ｐと上側ＣＦ基板ＧＬＳ２の間には更にシリコーン樹脂
が充填され保護が多重化されている（図示していな
い）。また上下のガラス基板ＧＬＳ２、ＧＬＳ１の液晶
ＬＣに対するギャップは有機膜で形成された支柱ＳＰＣ
あるいはファイバでその高さが決定されている。
【００８６】表示マトリクス部の等価回路とその周辺回
路の結線図を図１６に示す。図中、ＤＬはドレイン線を
意味しＤＬ１、ＤＬ2、ＤＬ３とその数字が画面左から
の画面内のドレイン配線（映像信号線）を意味する、添
字Ｒ、ＧおよびＢがそれぞれ赤、緑および青画素に対応
して付加されている。ＧＬはゲート配線ＧＬを意味し、
ＧＬ１、ＧＬ２、ＧＬ３とその数字が画面上部からの画
面内のゲート線を意味する。添字１、２、は走査タイミ
ングの順序に従って付加されている。ＣＬは共通電極配
線を意味し、ＣＬ1、ＣＬ２とその数字が画面上部から
の画面内の共通電極配線を意味する。
【００８７】ゲート配線ＧＬ（添字省略）はガラス基板
上の走査回路ＧＳＣＬに繋がれ、その走査回路への電源
あるいはタイミング信号はガラス基板外部のＰＣＢ上に
形成された電源及びタイミング回路ＳＣＣから供給され
る。 上記において低温ポリシリコンＴＦＴで構成され
たガラス基板上の走査回路は、冗長性を高めるために1
本のゲート線（走査線）に対して左右の両側から給電さ
れているが、画面サイズなどに応じて片側から給電して
も良い。
【００８８】一方、ドレイン配線ＤＬへの給電はガラス
基板上の低温ポリシリコンＴＦＴで構成された信号回路
ＤＤＣから給電される。信号回路ＤＤＣはガラス基板の
映像信号回路ＩＣで構成された回路よりの映像データを
Ｒ、Ｇ、Ｂの色データに応じて分配する機能を持つ。従



(11) 特開２００３－１４０１８８

10

20

30

40

50

19
って、ガラス基板上の信号回路からの接続端子数は画面
内のドレイン配線数の三分の一である。また、共通線Ｃ
Ｌは画面内の画素のコモン電位を与えるが、本実施例１
の各電圧の駆動方式ではほぼ一定の電位を与えるので、
これは画面の左右に引き出され、まとめて結線され、電
源及びタイミング回路ＩＣのＳＣＣに結線される。
【００８９】画面内の低温ポリシリコンＴＦＴは、ｎ型
のＴＦＴであり、ゲート配線ＧＬにゲート電圧を印加
し、そのタイミングでドレイン線ＤＬに給電されたドレ
イン電圧（データ）を共通電極配線ＣＬとの間の液晶容
量Ｃｌｃに給電することにより表示を行う。液晶容量Ｃ
ｌｃの電位を表示期間中に維持する能力を向上するため
に、共通電極配線ＣＬあるいは金属共通電極ＣＰＭと図
４に示すように金属画素電極ＳＰＭとの間に保持容量Ｃ
ｓｔｇを形成する。ＣＣはドレイン配線ＤＬの断線を検
査する低温ポリシリコンＴＦＴで形成した検査回路であ
り、ＣＰＡＤは検査端子である。
【００９０】図１７に本発明の液晶表示装置の駆動波形
を示す。共通電極電圧Ｖｃｏｍを直流電圧とした場合の
例を示す。ゲート電圧Ｖｇは1ゲート線毎に順次走査
し、ドレイン電位Ｖｄに対して、画素の低温ポリシリコ
ンＴＦＴのしきい電圧を更に加算した電圧が印加された
際に画素ＴＦＴがオン状態になり、図１６に示した液晶
容量Ｃｌｃに充電される。 上記共通電極電圧Ｖｃｏ
ｍ、ゲート電圧Ｖｇ、ドレイン電圧Ｖｄはそれぞれ図１
６の共通電極配線ＣＬ、ゲート配線ＧＬ、ドレイン配線
ＤＬに印加される。本実施例では、ドレイン電圧Ｖｄ
は、例えば、ノーマルブラックモードでの液晶表示で白
表示を行う場合を示しており、ゲート線は1ライン毎に
選択され、そのライン毎に共通電極電圧Ｖｃｏｍに対し
てプラス、マイナスの極性反転される。画素電位Ｖｐは
ＴＦＴを通じて液晶容量Ｃｌｃに充電されるが、奇数、
偶数フレームで共通電極電位Ｖｃｏｍに対して反転され
る。特定のアドレスのＴＦＴのゲート配線ＧＬに対し
て、ゲート配線が選択されＶｇがＶｄより大きくなると
液晶容量Ｃｌｃに画像に対応する電位が充電されるが、
上記のように次ぎのフレームになり、共通電極電位Ｖｃ
ｏｍに対して反転されたＶｄが印加されるまで液晶容量
Ｃｌｃの電位は保持されなければならない。この保持率
はＴＦＴのオフ（リーク）電流が大きくなると低下す
る。これを防止するには、図１６の等価回路の保持容量
Ｃｓｔｇを大きく設定する必要がある。この保持容量Ｃ
ｓｔｇは、図１、図2、図４の平面及び断面構造でわか
るように、金属画素電極ＳＰＭと金属共通電極ＣＰＭの
間の層間絶縁膜ＩＬＩで構成されている。プレーナ構造
の低温ポリシリコンＴＦＴでは図３の断面構造でわかる
ように、ポリシリコン層ＰＳＩの下部に遮光金属がな
い。そこで本願では、この保持容量Ｃｓｔｇを増加させ
ることによってリーク電流の影響を低下せしめ、保持率
の低下を防止した。
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【００９１】図１８は、液晶表示モジュールＭＤＬの各
構成部品を示す分解斜視図である。ＳＨＤは金属板から
成る枠状のシールドケース（メタルフレーム）、ＬＣＷ
はその表示窓、ＰＮＬは液晶表示パネル、ＳＰＢは光拡
散板、ＬＣＢは導光体、ＲＭは反射板、ＢＬはバックラ
イト蛍光管、ＬＣＡはバックライトケースであり、図に
示すような上下の配置関係で各部材が積み重ねられてモ
ジュールＭＤＬが組み立てられる。
【００９２】モジュールＭＤＬは、シールドケースＳＨ
Ｄに設けられた爪とフックによって全体が固定されるよ
うになっている。バックライトケースＬＣＡはバックラ
イト蛍光管ＢＬ、光拡散板ＳＰＢ光拡散板、導光体ＬＣ
Ｂ、反射板ＲＭを収納する形状になっており、導光体Ｌ
ＣＢの側面に配置されたバックライト蛍光管ＢＬの光
を、導光体ＬＣＢ、反射板ＲＭ、光拡散板ＳＰＢにより
表示面で一様なバックライトにし、液晶表示パネルＰＮ
Ｌ側に出射する。バックライト蛍光管ＢＬにはインバー
タ回路基板ＰＣＢ２が接続されており、バックライト蛍
光管ＢＬの電源となっている。
【００９３】（実施例２）図１９は本発明の第２の実施
例を示す画素の平面図であり、図２０はその効果より明
確に表すために1画素の平面パターンの内、共通電極配
線ＣＬ、金属共通電極ＣＰＭ、ゲート配線ＧＬ及びドレ
イン配線ＤＬ、金属画素電極ＳＰＭのパターンのみを示
したものである。
【００９４】図１９は実施例１と同様にドレイン配線Ｄ
Ｌを横切る方向に主な透過部を４つもつＩＰＳ方式の画
素パターンである。構成は実施例１に近いが大きな特徴
は保持容量Ｃｓｔｇの値を実施例１に比べて１．５倍と
大きくしても開口率を低下させない構造になっている点
である。画素を駆動するＴＦＴが形成されたゲート配線
ＧＬ（自段のゲート配線）のＴＦＴの第2のコンタクト
ホールＣＮＴ２に接続された金属画素電極ＳＰＭは自段
のゲート配線ＧＬ上を覆うように配置された透明共通電
極ＣＰＴの下部を通過し、画素中心線に対して電極パッ
ドＰＡＤの対向の位置にある透明画素電極ＳＰＴ下部に
延在し、次段のゲート配線ＧＬと近傍を通過し、再度他
の透明画素電極ＳＰＴ下部に延在する。一方、自段のゲ
ート配線ＧＬ付近の金属画素電極ＳＰＭは枝別れし、電
極パッド付近に向かい透明画素電極ＳＰＴの下部に延び
る。電極パッドＰＡＤと前記金属画素電極ＳＰＭは同一
工程、材料で構成されており、その干渉があり平面パタ
ーン上は共通電極配線ＣＬまでは至らない。
【００９５】一方、共通電極配線ＣＬから金属共通電極
ＣＰＭは、櫛歯状に延びた金属画素電極と重畳するよう
に枝別れして延在される。
【００９６】図２０は上記パターンにおいて保持容量Ｃ
ｓｔｇを構成する２つの電極パターン、すなわち、金属
画素電極ＳＰＭと金属共通電極ＣＰＭ及び共通電極配線
ＣＬのパターンを示す保持容量Ｃｓｔｇの増加状況を示
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す。図中のハッチングで示した領域は、前記金属画素電
極ＳＰＭと金属共通電極ＣＰＭ及び共通電極配線ＣＬの
重畳部分であり、これは図４の断面構造で示す層間絶縁
膜ＩＬＩを絶縁膜とする保持容量ＣＳｔｇ形成部分であ
る。実施例１で示した第3の櫛歯ＫＳ３に比べて新たに
第1の櫛歯ＫＳ１付近に保持容量Ｃｓｔｇが増量され
た。パターン的な特徴は第1の櫛歯は電極パッドＰＡＤ
と金属画素電極ＳＰＭが同一工程、材料で形成されてい
るので、その干渉により最適化パターンとなっている。
【００９７】すなわち、隣接するゲート配線ＧＬから共
通電極配線ＣＬへ向かって金属画素電極ＳＰＭが内側へ
延び、共通電極配線ＣＬと重ならないパターンとなって
いる。
【００９８】上記のパターンにすることにより、実施例
１に比べて、櫛歯形状の透明画素電極ＳＰＴ下部すべて
（４分割の場合は2本の画素電極櫛歯）に、一方の電極
を金属共通電極ＣＰＭ、他方の電極を金属電極ＳＰＭと
する保持容量Ｃｓｔｇを構成できその容量値を大きく設
定できる。これにより、テレビ用途も含めて極めて大き
な光源のライトの低温ポリシリコンＰＳＩへの光照射に
よるリーク電流の発生に起因する液晶容量及び保持容量
に保持された電荷のリーク量を相対的に低減でき、保持
特性の安定した明るい表示装置が提供できる。
【００９９】（実施例３）図２１は本発明の第3の実施
例における画素の平面図、図２２は図２１の平面図にお
ける２２－２２’線における断面構造での液晶表示装置
において、ＴＦＴガラス基板ＧＬＳ１の下部側からバッ
クライトを照射した場合の櫛歯電極間の主な透過部の透
過率分布を示す。
【０１００】図２１の画素の平面パターンは、基本的に
は実施例１の図1の平面パターンと同様である。異なる
のは図中の4分割された主な透過領域の櫛歯電極間の寸
法であるＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４の間隔がドレイン配線
ＤＬ上透明共通電極ＣＰＴ及び透明画素電極ＳＰＴの電
極幅において1画素すなわち液晶表示装置として透過率
を最大とするように配置されている点である。
【０１０１】図２２は図２１の２２－２２’方向の線の
断面図での透過率分布である。同図（ａ）は実施例１の
透過率分布、同図（ｂ）は本実施例の透過率分布であ
る。透明画素電極ＳＰＴ及び透明共通電極ＣＰＴの電極
幅および間隔を単位μｍで記載してある。隣接するドレ
イン配線ＤＬ間の寸法は８８μｍである。
【０１０２】図２２（ａ）の寸法と透過率の関係を詳述
する。ドレイン配線ＤＬは幅が８μｍであり、これを有
機絶縁膜ＦＰＡＳ上で被覆する透明共通電極ＣＰＴは幅
が16μｍである。この幅は、ドレイン配線ＤＬからの画
素電位への漏れこみを防止するためシールドのためにも
ドレイン配線ＤＬに対して幅が広く設定されている。透
明画素電極ＳＰＴと透明共通電極ＣＰＴの間に印加され
る電界で液晶ＬＣを駆動させる。電極間隔は４つの主透
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過幅であるＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４で同じである。電極
幅はドレイン配線ＤＬ上の透明共通電極ＣＰＴ及び保持
容量Ｃｓｔｇを形成する透明画素電極ＳＰＴを除き幅は
５μｍである。保持容量Ｃｓｔｇを構成する透明画素電
極幅は幅が大きいのは保持容量を構成する金属電極の合
わせを考慮した場合で、これにより安定した表示ができ
る。透過率は液晶としてポジ型液晶、液晶印加電圧を
５．５Ｖとした場合、Ｌ１及びＬ４領域が高く、次ぎに
Ｌ３領域、低いのはＬ２領域である。本表示装置は無電
界で黒表示の、いわゆる、複屈折型のノーマルブラック
表示モードである。これは電圧に対して、透過率が上昇
し最大値を持ち、それ以上の電圧印加では逆に低下する
特性になる。Ｌ１、Ｌ４の透過領域に対してはほぼ最大
透過率を達成しており、Ｌ２領域の透過率を上げるため
に仮に印加電圧を更に上げても逆にＬ１、Ｌ４の透過率
が低下し、液晶表示装置自身の明るさが低下する。
【０１０３】同図（a）では、透明画素電極ＳＰＴ上の
領域及び透明共通電極ＣＰＴ上の領域では各電極はＩＴ
Ｏの透明電極を使用しているにも関わらず透過率は低
い。これはＩＰＳ表示方式は画素と共通電極間の横電界
で液晶分子を回転させている方式であるため、電極幅の
中央付近は無電界領域となるため透過率が低下する。但
し、電極端部では横電界がフリンジ状にかかるのでＩＴ
Ｏ電極上であっても端部から１．５μｍ付近までは液晶
分子が回転し、透過するため、結果的にその部だけ電極
自身を透過電極とすることで透過率が向上する。
【０１０４】図２２（b）に示す実施例３の構成では図
２２（ａ）の構成に比べて、電極幅を変えずに透過率が
向上する。ドレイン配線ＤＬ上の透明共通電極幅はドレ
イン線ＤＬのシールドの役目もあり、その幅は１６μｍ
と広い。次に保持容量Ｃｓｔｇを構成する透明画素電極
ＳＰＴは保持容量形成のために８μｍである。他の透明
電極は５μｍと狭い。電極幅が広いほど、その開口部に
かかる有効電界は大きくなる。従って、保持容量Ｃｓｔ
ｇを構成する透明画素電極ＳＰＴと透明共通電極ＣＰＴ
間の距離Ｌ４が最も広く設定でき、５μｍの電極幅で規
定されたＬ２の間隔を最も狭く設定すれば、電極幅を変
えずとも、最大印加電圧に対して透過率の最大になる電
圧値を揃えることができ、開口率を一定（電極間隔Ｌ1
～Ｌ4の総計）にしたままで透過率を３０％向上でき
た。また逆に言えば、透過率を一定とした設計では駆動
電圧を７０％まで低減できる効果があった。即ち、４分
割の間隔を不等間隔にすることで透過率、駆動電圧を改
善できた。特に、ドレイン配線ＤＬと保持容量Cｓｔｇ
を構成する画素電極の間隔を最も広く設定することがで
きる。
【０１０５】このような関係を満たすには、各画素にお
ける電極間開口部での電極間の距離を、該開口部の両側
の電極幅の和の順になるような関係で設定すればよい。
図２２（ｂ）の例では、両側の電極の和はＬ１に対し２
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１、Ｌ２に対し１０、Ｌ３に対し１３、Ｌ４に対し２４
となるため、Ｌ２部＜Ｌ３部＜Ｌ１部＜Ｌ４部となる。
したがって電極間の距離は和の順に、すなわちＬ２＜Ｌ
３＜Ｌ１＜Ｌ４とすればよく、図２２（ｂ）では１２．
５＜１３．０＜１４．０＜１４．５とした。これによ
り、電極間の電界強度をそろえることが可能となり、上
述のように透過率向上、駆動電圧低減が実現される。
【０１０６】（実施例４）図２３は本発明の第4の実施
例における1画素の平面図、図２４は図２３の２４－２
４’線に沿った透過率分布及び断面構造、図２５は図２
３の２５―２５’線に沿った断面構造である。
【０１０７】図２３の画素はドレイン配線DLの線に対し
て、ＩＰＳ表示方式では2分割の透過領域を持つ。本構
造は隣接するドレイン配線DL間の距離が小さい画素に適
し、実施例１より高精細の液晶表示装置への対応を容易
に実現する。図２３は、実施例１に対し各種配線、電極
の寸法は同じであり、画素ピッチが狭い場合を示してい
る。
【０１０８】基本構造は実施例１と同様であるが、ピッ
チが細かい画素であるため、画素が２分割である。すな
わち、液晶の駆動は、ドレイン配線ＤＬ上の透明共通電
極ＣＰＴと中央の透明画素電極ＳＰＴ間で形成される横
電界で行う。また保持容量Ｃｓｔｇは中央の透明画素電
極ＳＰＴ下部の金属共通電極ＣＰＭと金属画素電極ＳＰ
Ｍの間の層間絶縁膜で形成する。
【０１０９】本実施例のような高精細の画素を用いる液
晶表示装置は、一例として低消費電力を必要とするノー
トパソコン用に使用される。高精細のため写真画質の鮮
明な画像が要求され広視野角の特性が要求される。
【０１１０】図２４は図２３の２４－２４’線部分の透
過率分布と構造を、それぞれ（ａ）、（ｂ）に示す。図
２４（ｂ）の構造を先に説明する。ドレイン配線ＤＬ上
には保護膜ＰＡＳと有機保護膜ＦＰＡＳが成膜されその
上部には透明共通電極ＣＰＴが形成されている。中央の
透明画素電極ＳＰＴの下部には金属画素電極ＳＰＭと更
にその下部には層間絶縁膜ＩＬＩを介して金属共通電極
ＣＰＭが形成されている。金属共通電極ＣＰＭと金属画
素電極ＳＰＭ間で保持容量Ｃｓｔｇを構成している。
【０１１１】本実施例の特徴は、有機保護膜ＦＰＡＳ上
の透明画素電極ＳＰＴのその電極端部の少なくとも一方
を下部の金属画素電極ＳＰＭで遮光している点であり、
本実施例では両方を遮光している。この遮光用に働く電
極はＩＰＳの表示原理上、上層の透明電極と同電位が印
加されていることが望ましい。表示電界の擾乱を防止す
るためである。本構造は表示上次の特徴を持つ。液晶を
駆動するのは、あくまでも有機保護膜上の透明画素電極
ＳＰＴ及び透明共通電極ＣＰＴにかかる横電界による。
したがって透明画素電極ＳＰＴ及び透明共通電極ＣＰＴ
は画素電極と共通電極の間に絶縁膜を挟むことなく配置
されているので、駆動電圧を下げることができ、回路電
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力を小さくできる。
【０１１２】一方、透明画素電極ＳＰＴの幅Ｗ２より、
下部の金属画素電極ＳＰＭの幅Ｗ１を広く設定している
ので、ＳＰＴ部の透過光を遮光している。 透明画素電
極ＳＰＴ端部付近は、図２４（ｂ）に示す通り縦方向の
フリンジ電界が発生し、液晶分子ＬＣがポジ型の場合分
子が縦方向の電界により立つことになる。横電界方式の
広視野角は、液晶分子が水平に回転することにより達成
されているものであり、この液晶分子が立った部分を透
過する光はその視野角範囲が狭い特性を持つ。このた
め、Ｗ１＜Ｗ２の場合には、液晶表示装置全体として視
野角特性が劣化してしまう。そこで本願では、Ｗ１＞Ｗ
２とすることで、ＳＰＴ部の透過光を遮光し、視野角特
性の劣化を防止した。換言すれば、図２４（a）に示す
通り、画素内で最も狭い透明画素電極の端部近辺を同電
位を与える金属で遮光することにより、視野角の劣化が
なく、低電圧駆動を実現した。
【０１１３】ここで図２４（ｂ）から明らかなように、
透明共通電極ＣＰＴの端部は、ＤＬで遮光していない。
すなわち、ＣＰＴの端部は光が透過する領域として設定
されている。これが開口率を向上し、明るいＩＰＳ型液
晶表示装置を実現する上での重要なポイントである。液
晶を駆動する電界はＣＰＴとＳＰＴの間で形成される。
このとき、電極幅の広いほうでは電極上でもより横電界
に近い電界となる一方、電極幅の狭い電極上の電界は縦
電界に近い物となる。このため、電極幅が狭いほうの電
極、すなわちこの場合ＳＰＴの端部のみを遮光すれば視
野角への影響をほぼ防止でき、かつＣＰＴ端部をあえて
遮光しないことにより高開口率化、高輝度化を実現する
ことが出来、これらが両立するのである。
【０１１４】図２５は隣接するドレイン配線ＤＬを横切
る断面図で、共通電極配線上を示す。透明共通電極ＣＰ
Ｔは共通電極配線ＣＬから層間絶縁膜ＩＬＩに開口され
た第3のコンタクトホールＣＮＴ３を介して電極パッド
ＰＡＤでまず導通され、さらに、保護膜ＰＡＳ及び有機
保護膜ＦＰＡＳに開口された第4のコンタクトホールＣ
ＮＴ４を通じて共通電極電位を液晶に供給する。一方、
透明画素電極ＳＰＴは金属画素電極ＳＰＭから保護膜Ｐ
ＡＳ及び有機保護膜ＦＰＡＳに開口された第５のコンタ
クトホールＣＮＴ５を通じて、画素電位を液晶に供給す
る。
【０１１５】（実施例５）図２７に画素の平面構造を示
す。図１との違いはＳＰＭと自段のＧＬ、すなわちＳＰ
Ｍに給電するスイッチング素子が形成された側のＧＬと
の間に間隙を設けて構成し、その間隙を覆ってＳＰＴが
形成されている点である。
【０１１６】これによりＧＬの負荷を低減し、大型、高
精細対応の液晶表示装置においても輝度むらの発生を回
避することが可能となった。
【０１１７】また他段のＧＬとの間に重畳部を設けるこ
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とで、Ｃａｄｄとしての機能を持たせ、さらに波形歪み
の補正が図られ、画質を向上することができた。
【０１１８】またＣＰＭとＧＬ間の間隙は透明電極であ
るＣＰＴが構成されている。したがって、液晶層にとっ
ては同電位となるため、ノーマリーブラックモードとす
ることにより、と梅電極による遮光が実現する。したが
って、遮光に関しても何ら不都合を生じせしめない極め
て巧妙な構成を実現した。
【０１１９】（実施例６）図２８に画素の平面構造を示
す。図２７との違いは、他段のＧＬとの間もＳＰＭと離
間している点にある。
【０１２０】これにより純粋なＣｓｔｇ構造を実現し、
ＧＬの負荷を最小化できるため、さらに大型高精細対応
が容易に実現する。
【０１２１】（実施例７）図２９に本実施例の画素の平
面構造を示す。図１との違いは、ＢＭとＣＦの構成にあ
る。
【０１２２】本実施例では、ＣＦの境界をＤＬ上とし
た。そしてＢＭは横方向にのみ形成したストライプ状Ｂ
Ｍとして構成した。
【０１２３】ＢＬからの光照射量は製品設計時にＢＬの
輝度として定まるので制御できる値である。そして、そ
の値に対しリークが許容範囲に収まるように設計するこ
とで、保持特性を確保することが出来る。
【０１２４】これに対し、観察者側、あるいは画像表示
側からの外光は環境により極端に光量が異なる。暗い場
所の使用では０である一方、スポットライトの下のよう
な超高光量下での使用もありうる。さらに、外光は必ず
しもパネル面内で均一に照射されるとは限らない。した
がって、例えば面内の右側と左側で外光強度が極端に変
る場合もある。このような場合、面内でリーク量に差が
生じ、面内での輝度差が発生してしまう場合があること
が判明した。
【０１２５】光量が環境で変ること自体も問題ではある
が、外光の強い場所では液晶表示装置表面での反射光量
も増大するため、相対的に画質、コントラストは低下す
るので、外光による画質低下自体は目立ち難いことが判
明した。その逆に、面内で外光の強度差が生じるとリー
ク量の差により面内の輝度差となり、このような輝度差
は同一視野の中での比較となるため非常に目立つことが
判明した。
【０１２６】そこで、発明者らはポリシリコンＴＦＴに
おいても観察側からの光に対する遮光層を形成すること
が望ましいという知見に到達した。
【０１２７】図２９は遮光層ＢＭ形成により環境に左右
されず安定した表示を実現すると共に、開口率低下を抑
制するため、ＢＭを横ストライプ状に構成した。これに
より、環境に左右されない、マルチユースの、高性能な
え液晶表示装置を実現した。
【０１２８】（実施例８）図３０は図２９の遮光層の形
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状違いである。図３０では遮光層を島状に形成した。
【０１２９】この結果、ＰＳＩはその一部がＤＬによっ
て、さらにべつの一部がＧＬによって遮光され、さらに
ＤＬとＧＬで遮光されない残りのＰＳＩ部分が該島状の
ＢＭで遮光されるため、外部環境に左右されない液晶表
示装置が実現できた。
【０１３０】（実施例９）図３１は遮光層形成しない例
である。
【０１３１】液晶モニタ及び液晶ＴＶに搭載するＬＣＤ
パネルに関しては、室内での使用が中心となる。このた
め、特殊な業務用用途以外においては、面内への光照射
強度は比較的均一な物となり、さらにその強度も照明に
関する照度の基準がＪＩＳ他の規格で規格化されている
関係で比較的限られた範囲に収まることになる。このよ
うな用途においては、遮光層を設けなくても実用上大き
な問題とならない性能が実現する。またそれにより低コ
スト化が図れるため、該市場において極めて重要な低価
格かを実現できる。
【０１３２】（実施例１０）図３３の図１に対する最大
の違いは、ＴＦＴパターンの違いである。図３３の３４
－３４’線に沿った断面図を図３４に示す。ＰＳＩ層は
ＣＮＴ１でＤＬと接続し、ＧＬにほぼ平行に延在し、そ
してＣＮＴ２でＳＰＭと接続される。これによりＰＳＩ
から屈曲部を解消できるため、保持期間に比べ極めて短
い時間であるＴＦＴの書込み時間における電子の流れや
すさを向上でき、書込み特性が向上する。したがって、
外部ドライバ数の低減による低コスト化、あるいは精細
度向上が実現する。
【０１３３】さらに本構造ではＣＮＴ１とＣＮＴ２の位
置を図１の場合より離間することが構造上可能となる。
スルーホール部では、同層のスルーホールが隣接すると
双方のスルーホールがエッチング時に一体となってしま
い短絡する不良や、逆にエッチング時にエッチング飛散
物の密度が局所的に増大しエッチング不良となりスルー
ホールが形成されない不良など、種々の不良の原因とな
りやすい。本構造では、この同層のスルーホールを離間
することにより、このような同層のスルーホールをより
安定的に、より高精度に形成することを可能とした。
【０１３４】さらに、ＰＳＩとＤＬの交差部及びＰＳＩ
とＧＬの交差部が最小となるため、ＤＬの負荷の低減に
よる縦方向の輝度むらのレベルの一層の改善も実現す
る。さらにＧＬに平行に延在することにより、ＧＬ断線
時の修正用バイパス線としても使用することが出来る。
【０１３５】本実施例ではこのＧＬとほぼ平行に延在す
るＰＳＩ上にＣＰＴを形成した。これにより、製造工程
中のラビングなどの静電気によりＰＳＩの特性が変動す
ることを防止できた。なお、この静電気に対する防御構
造は、実施例１他の構造でも、ＰＳＩに重畳してＣＰＴ
を構成する構造であればその効果を奏することが出来
る。
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【０１３６】図３５はＣＦの境界をＤＬ上とした説明図
である。
【０１３７】図３６は横ストライプ状のＢＭを構成した
例であり、実施例７と同様の効果を奏することが出来
る。
【０１３８】（実施例１１）図３７及び図３８はＤＬと
ＰＳＩのコンタクト部を示した図である。ＤＬとＰＳＩ
のコンタクトはコンタクトホールＣＮＴにより成され
る。したがって、このＣＮＴの加工精度が給電面積に影
響する。また、ＤＬとＰＳＩ層の位置ずれが大きいと互
いにずれてしまし、ＣＮＴでコンタクトできなくなる。
そこで、安定してＤＬとＰＳＩのコンタクトを実現する
には、ＤＬ層とＰＳＩ層のずれが生じてもＣＮＴから位
置がはずれにくい構造とすることが望ましい。
【０１３９】図１の場合のようにＣＮＴの側面とＤＬが
斜めに交差する場合、ＣＮＴの角部がＤＬからずれやす
い部分として構成されてしまうことが判明した。そこで
本実施例では、ＣＮＴの一側面をＤＬとほぼ平行となる
ように構成した。これにより、合わせずれがある場合で
もコンタクト不良に至り難いコンタクトを実現した。
【０１４０】さらに、付随して、ＧＬとＤＬをほぼ直角
で交差して構成し、該直角に交差したＤＬの延在部で該
コンタクトホールを構成することにより、ＧＬ、ＤＬ双
方の負荷を低減することができる。
【０１４１】（実施例１２）図３９は図３８のＴＦＴ構
造を図３３の画素に適用した図である。ＤＬがＧＬ近傍
で画素内の２つの傾き角のいずれとも異なる第３の傾き
角としてＧＬにほぼ直角となり、該第３の傾き部分でＰ
ＳＩとのコンタクトホールＣＮＴ１を構成した。
【０１４２】図４０は図３９のＣＦの配置を説明する説
明図である。ＤＬ上に境界を設け、かつＤＬとほぼ平行
に形成した。これにより、ＧＬと交差する領域では、Ｄ
ＬとＧＬが垂直に交差するため、ＣＦ境界もＧＬと垂直
に交差して構成された。
【０１４３】本実施例では実施例１１の効果を特徴的に
奏することが出来る。
【０１４４】（実施例１３）図４１は図４０に相当する
図である。
【０１４５】図４０との違いはＧＬ交差部でのＣＦの境
界部のパターンであり、本実施例ではＤＬとＧＬは垂直
に交差するが、ＣＦとＧＬは非垂直に交差するように構
成した。すなわち、画素内のＤＬの第１の角度及び第２
の角度それぞれの仮想延在繊にそってそのままＣＦを形
成した。
【０１４６】ＣＦはＤＬ，ＧＬ，ＰＳＩとは電気的接続
を持たないため、ＣＦ境界はＧＬと直交交差する必要は
ない。そこで、ＣＦの境界部はＧＬと表示領域でのＤＬ
の角度の延長線上の角度で交差するようにし、ＣＦの屈
曲回数を低減した。
【０１４７】ＣＦは有機樹脂膜であり、かつ画素間で他
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色との境界を持つようにパターニングされている。した
がって、その境界部の形状は混食の防止、生産性向上の
観点から極力単純化することが望ましく、ＣＦの屈曲回
数をＤＬの屈曲回数より低減することで生産性向上を実
現した。
【０１４８】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明の主に低温
ポリシリコンＴＦＴで構成されたＩＰＳ表示方式の液晶
表示装置により、明るく、駆動電圧が低く低消費電力
で、環境に対する安定性が高く、生産性が高く、歩留り
が高く、輝度均一性に優れ、コントラスト比が高く、高
画質で信頼性の高い液晶表示装置を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置の
画素の要部平面図である。
【図２】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置の
図１の２－２’線に沿った画素の要部断面図である。
【図３】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置の
図１の３－３’線に沿った画素の要部断面図である。
【図４】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置の
図１の４－４’線に沿った画素の要部断面図である。
【図５】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置の
図１の５－５’線に沿った画素の要部断面図である。
【図６】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置の
画素においてゲート配線、ドレイン配線、及び透明画素
電極、透明共通電極のレイヤのみを示した平面図であ
る。
【図７】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置の
画素においてドレイン配線、及び透明画素電極、透明共
通電極、金属画素電極、電極パッドのレイヤのみを示し
た平面図である。
【図８】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置の
ＴＦＴ基板の第1ホト工程後までの製造方法を説明する
ための断面図である。
【図９】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置の
ＴＦＴ基板の第２ホト工程後までの製造方法を説明する
ための断面図である。
【図１０】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置
のＴＦＴ基板の第３ホト工程後までの製造方法を説明す
るための断面図である。
【図１１】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置
のＴＦＴ基板の第４ホト工程後までの製造方法を説明す
るための断面図である。
【図１２】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置
のＴＦＴ基板の第５ホト工程後までの製造方法を説明す
るための断面図である。
【図１３】ＴＦＴガラス基板とＣＦガラス基板を貼りあ
わせたＬＣＤセルの全体平面図である。
【図１４】ＬＣＤセルにＰＣＢ基板とＴＡＢを接続した
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全体平面図である。
【図１５】ＬＣＤセルのＴＡＢとドレイン側引き出し端
子部付近の断面図である。
【図１６】ＴＦＴ―ＬＣＤの概略の等価回路を表す平面
図である。
【図１７】ＴＦＴ―ＬＣＤの画素の駆動波形を表すタイ
ミングチャートである。
【図１８】本発明のモジュール構成の一例を示す説明図
である。
【図１９】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素の平面図である。
【図２０】本発明の他の実施例を表すＴＦＴ液晶表示装
置の画素の、金属画素電極と共通電極のパターンを示す
平面図である。
【図２１】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素の平面図である。
【図２２】本発明の他の実施例における隣接するドレイ
ン線間を横切る断面の透過率分布である。
【図２３】本発明の他の実施例を表すＴＦＴ液晶表示装
置の画素の平面図である。
【図２４】本発明の他の実施例における隣接するドレイ
ン線間を横切る断面の透過率分布、図２３の２４－２
４’の線に沿った要部断面図である。
【図２５】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の図２３の２５－２５’線に沿った要部断面図であ
る。
【図２６】本発明の一実施例によるＴＦＴ液晶表示装置
の図１の７－７’線に沿った画素の要部断面図である。
【図２７】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素の平面図である。
【図２８】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素の平面図である。
【図２９】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素のＢＭとＣＦの配置を説明する平面図である。
【図３０】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素のＢＭとＣＦの配置を説明する平面図である。
【図３１】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素のＢＭとＣＦの配置を説明する平面図である。
【図３２】本発明の一実施例による偏光板と初期配向方
向の関係を説明する図である。
【図３３】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素の平面図である。
【図３４】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装*
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*置の図３３の３４－３４’線に沿った要部断面図であ
る。
【図３５】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素のＢＭとＣＦの配置を説明する平面図である。
【図３６】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素のＢＭとＣＦの配置を説明する平面図である。
【図３７】本発明の他の実施例による半導体層とＤＬの
接続を示す図である。
【図３８】本発明の他の実施例による半導体層とＤＬの
接続を示す図である。
【図３９】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素の平面図である。
【図４０】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素とＣＦの配置を説明する平面図である。
【図４１】本発明の他の実施例によるＴＦＴ液晶表示装
置の画素とＣＦの配置を説明する平面図である。
【符号の説明】
ＢＭ…ブラツクマトリクス、ＣＪ…コネクタ部、ＣＬ…
共通配線、ＣＰＡＤ…検査パッド、ＣＰＭ…共通金属電
極、ＣＰＴ…共通透明電極、ＣＮＴ1…ドレイン配線と
Ｓｉアイランドをつなぐコンタクトホール、ＣＮＴ2…
画素金属電極とＳｉアイランドをつなぐコンタクトホー
ル、ＣＮＴ３…共通配線と電極パッドをつなぐコンタク
トホール、ＣＮＴ４…共通透明電極と電極パッドをつな
ぐコンタクトホール、ＣＮＴ５…画素金属電極と透明画
素電極をつなぐコンタクトホール、ＣＰＭ…共通金属電
極、ＣＰＴ…共通透明電極、ＤＤＣ…ガラス基板上のド
レイン分割回路、ＤＬ…ドレイン配線、ＥＰＸ…エポキ
シ樹脂、ＣＦ…カラーフィルタ層、ＦＩＬ…カラーフィ
ルタ層、ＦＰＡＳ…有機保護膜、ＧＦＰＣ…ゲートＦＰ
Ｃ、GI…ゲート絶縁膜、ＧＬ…ゲート配線、GLS1…TFT
ガラス基板、GLS2…CFガラス基板、ＩＤＣ…外付けのド
レイン回路、ＩＮＪ…封入口、ＩＬＩ…層間絶縁膜、Ｌ
Ｃ…液晶（分子）、ＬＣＢ…導光板、ＭＤＬ…モジュー
ル、ＯＣ…カラーフィルタのオーバコート膜、ＯＬＩ…
配向膜、ＰＡＤ…パッド電極、ＰＡＳ…保護絶縁膜、Ｐ
ＯＬ…偏光板、ＰＳＩ…ｐ－Ｓｉアイランド、ＰＳＩ
（ｐ）…ｐ型ｐ－Ｓｉ半導体層、ＰＳＩ（ｎ＋）…ｎ＋
型ｐ－Ｓｉ半導体層、ＲＭ…反射板、ＳＰＢ…拡散フィ
ルム、ＳＰＣ…支柱、ＳＨＤ…シャーシ、ＳＰＭ…画素
金属電極、ＳＰＴ…画素透明電極、ＳＳＣ…電源、コン
トロール回路、ＴＣＰ…テープキャリヤパッケージ、Ｕ
ＬＳ…下地絶縁膜

【図８】
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/JB38 2H092/KA04 2H092/KA05 2H092/KA12 2H092/KA18 2H092/KA22 2H092/MA08 2H092/MA13 
2H092/MA17 2H092/MA27 2H092/MA35 2H092/MA37 5C094/AA06 5C094/AA10 5C094/AA12 5C094
/AA22 5C094/AA24 5C094/AA31 5C094/AA42 5C094/AA43 5C094/AA48 5C094/BA03 5C094/BA43 
5C094/CA19 5C094/CA24 5C094/DA13 5C094/DB01 5C094/DB04 5C094/EA04 5C094/EA05 5C094
/EA07 5C094/EA10 5C094/EB02 5C094/ED03 5C094/FA01 5C094/FA02 5C094/FB01 5C094/FB12 
5C094/FB14 5C094/FB15 2H092/JB32 2H192/AA24 2H192/BB03 2H192/BB53 2H192/BB64 2H192
/BB72 2H192/BB73 2H192/BC42 2H192/CB02 2H192/CB13 2H192/CC04 2H192/CC17 2H192/CC55 
2H192/CC72 2H192/DA02 2H192/DA32 2H192/DA43 2H192/DA52 2H192/DA65 2H192/EA04 2H192
/EA22 2H192/EA43 2H192/FA44 2H192/FA73 2H192/FB02 2H192/FB46 2H192/GA03 2H192/GD61 
2H192/JA33

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：使用低温多晶硅TFT提供具有宽视角，高亮度和高可靠性
的IPS模式液晶显示装置。 在梳状电极的透明像素电极的下方隔着绝缘
膜而配置有不透明像素电极，在该不透明像素电极的下方配置有公共电
极，从而在该公共电极与该不透明金属电极之间形成存储电容器。 如果
将像素分成四个，则通过将像素电极和公共电极之间的间隔设置为在一
个像素内不相等的间距尺寸和不相等的电极宽度，可以获得具有稳定操
作的明亮的IPS液晶显示装置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1e253621-9589-43e5-9db7-563c999cf1e7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019155399/publication/JP2003140188A?q=JP2003140188A

